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発明の概要 【課題】 
ＬＳＩの⾼集積化、⾼密度化及び⾼速化に対して、配線幅の減少に伴う抵抗率の増
加を抑えて、配線層の⼀層の低抵抗率化を図ることができる半導体集積回路装置と
その製造⽅法、並びに効率的な低抵抗率銅配線の探索⽅法を提供する。 
【解決する⼿段】 
本発明は、回路素⼦が形成された半導体基体と、その主表⾯上に形成された絶縁層
と、少なくとも絶縁層を利⽤して形成されたトレンチと、トレンチ内に形成された
銅配線とを備え、銅配線の線幅が１００ｎｍ以下で、銅配線の結晶粒界に不純物と
して存在する⾦属元素、塩素及び酸素からなる化合物の濃度が塩素濃度で換算した
ときに２．０原⼦％以下である。ここで、不純物として同定される化合物の⾦属元
素は銅⼜は鉄であり、不純物がＦｅ、Ｃｌ及びＯからなる化合物の場合は、その濃
度がＦｅ濃度で換算したときに１．１原⼦％以下であることを特徴とする。 
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